
2SC454

シリコン NPNエピタキシァル形

特長

l 高周波増幅用
l 周波数混合用

外観図
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3. Base
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絶対最大定格

(Ta = 25℃)

項目 記号 2SC454 単位
コレクタ・ベース電圧 VCBO 30 V

コレクタ・エミッタ電圧 VCEO 30 V

エミッタ・ベース電圧 VEBO 5 V

コレクタ電流 IC 100 mA

許容コレクタ損失 PC 200 mW

接合部温度 Tj 150 ℃
保存温度 Tstg –55～+150 ℃

電気的特性

(Ta = 25℃)

項目 記号 Min Typ Max 単位 測定条件
コレクタ・ベース破壊電圧 V(BR)CBO 30 — — V IC = 10µA，IE = 0

コレクタ・エミッタ破壊電圧 V(BR)CEO 30 — — V IC = 1mA，RBE = ∞
エミッタ・ベース破壊電圧 V(BR)EBO 5 — — V IE = 10µA，IC = 0

コレクタ遮断電流 ICBO — — 0.5 µA VCB = 18V，IE = 0

エミッタ遮断電流 IEBO — — 0.5 µA VEB = 2V，IC = 0

直流電流増幅率 hFE*
1 100 — 500 VCE = 12V，IC = 2mA

ベース・エミッタ電圧 VBE — 0.63 0.75 V VCE = 12V，IC = 2mA

コレクタ・エミッタ飽和電圧 VCE(sat) — — 0.2 V IC = 10mA，IB = 1mA

利得帯域幅積 fT — 230 — MHz VCE = 12V，IC = 2mA

コレクタ出力容量 Cob — — 3.5 pF VCB = 10V，IE = 0，f = 1MHz

雑音指数 NF — — 25 dB VCE = 6V，IC = 0.1mA，f = 1kHz，
Rg = 500Ω

中間周波電力利得 IFG — 35 — dB VCE = 12V，IC = 1mA，f = 455kHz，
Rg = 1.5kΩ，RL = 40kΩ

【注】 1. 2SC454は hFEの値により下記のように 3区分し，現品に表示してあります。
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小信号 y定数

(VCE = 12V，IC = 2mA)

項目 記号 f 2SC454B 2SC454C 単位
入力アドミタンス y ie 455kHz 0.35 + j0.074 0.28 + j0.070 mS

1MHz 0.35 + j0.130 0.28 + j0.125

逆伝達アドミタンス y re 455kHz –j0.005 –j0.005 mS

1MHz –j0.013 –j0.013

順伝達アドミタンス y fe 455kHz 66 – j2.43 64 – j2.60 mS

1MHz 66 – j4.27 64 – j5.7

出力アドミタンス yoe 455kHz 0.006 + j0.02 0.007 + j0.022 mS

1MHz 0.006 + j0.047 0.007 + j0.049
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Typical Output Characteristics (1)
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Typical Output Characteristics (2)

Collector to Emitter Voltage  VCE  (V)
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Typical Transfer Characteristics (1)

Base to Emitter Voltage   VBE  (V)
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Typical Transfer Characteristics (2)

Base to Emitter Voltage   VBE  (V)
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VCE = 12 V

DC Current Transfer Ratio vs.

Collector Current

Collector Current  IC  (mA)
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Gain Band width Product vs.

Collector Current
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Input/Output Admittance vs. 

Collector to Emitter Voltage
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Input/Output Admittance vs. 

Collector Current

Collector Current  IC (mA)
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Transfer Admittance vs.

Collector to Emitter Voltage
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ご注意

1. 本書に記載の製品及び技術のうち「外国為替及び外国貿易法」に基づき安全保障貿易管理関連貨物・技術
に該当するものを輸出する場合，または国外に持ち出す場合は日本国政府の許可が必要です。

2. 本書に記載された情報の使用に際して，弊社もしくは第三者の特許権，著作権，商標権，その他の知的所
有権等の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。また本書に記載された情報を
使用した事により第三者の知的所有権等の権利に関わる問題が生じた場合，弊社はその責を負いませんの
で予めご了承ください。

3. 製品及び製品仕様は予告無く変更する場合がありますので，最終的な設計，ご購入，ご使用に際しまして
は，事前に最新の製品規格または仕様書をお求めになりご確認ください。

4. 弊社は品質・信頼性の向上に努めておりますが，宇宙，航空，原子力，燃焼制御，運輸，交通，各種安全
装置， ライフサポート関連の医療機器等のように ，特別な品質・信頼性が要求され，その故障や誤動作
が直接人命を脅かしたり，人体に危害を及ぼす恐れのある用途にご使用をお考えのお客様は，事前に弊社
営業担当迄ご相談をお願い致します。

5. 設計に際しては，特に最大定格，動作電源電圧範囲，放熱特性，実装条件及びその他諸条件につきまして
は，弊社保証範囲内でご使用いただきますようお願い致します。
保証値を越えてご使用された場合の故障及び事故につきましては，弊社はその責を負いません。
また保証値内のご使用であっても半導体製品について通常予測される故障発生率，故障モードをご考慮の
上，弊社製品の動作が原因でご使用機器が人身事故，火災事故，その他の拡大損害を生じないようにフェー
ルセーフ等のシステム上の対策を講じて頂きますようお願い致します。

6. 本製品は耐放射線設計をしておりません。
7. 本書の一部または全部を弊社の文書による承認なしに転載または複製することを堅くお断り致します。
8. 本書をはじめ弊社半導体についてのお問い合わせ，ご相談は弊社営業担当迄お願い致します。

■資料のご請求は，上記の担当営業または下記へどうぞ。　
株式会社日立製作所電子統括営業本部　半導体ドキュメント管理室
〒100-0004東京都千代田区大手町二丁目６番２号（日本ビル）　電話 (03) 5201-5189 (直)　FAX (03) 3270-3277

Copyright © Hitachi, Ltd., 1998. All rights reserved.  Printed in Japan.
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